LA MEMORIA

Conrado Perea



¥ BT
il &{%%

;QUE ES LA MEMORIA?

m La memoria del sistema es el dispositivo
del que dispone el PC para almacenar datos
y programas en ejecucion.

m Facilita el acceso de los datos con la mayor
rapidez al microprocesador

m Es un dispositivo que cuando no tiene
alimentacion eléctrica pierde la
Informacion.
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MEMORIA

m Limite de direccionamiento, cada
microprocesador tiene un limite de direcciones de
memoria donde puede acceder.

m Chipset, el controlador de memoria
(MMU,unidad de gestion de memoria) que tiene
Integrado el chipset y que tiene un limite de
memoria que puede manejar.

m Encapsulado fisico de la memoria, es la
limitacion que el chip de memoria puede tener.
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MEMORIA RE,
MEMORIA VIRTUAL

m Memoria real son los chips de memoria que estan
Instalados en el ordenador, en forma de modulos.
Todos los programas se ejecutan en esta memoria

m |La memoria virtual es un mecanismo
Implementado en todos los sistemas operativo. Es
una de las bases en las que se apoya el sistema
multitarea, archivo de intercambio (swap file)




MMU, es un componente
esencial en cualquier
ordenador. Esta integrado
0 en el propio
microprocesador o en el
chipset, consiste en
controlar el intercambio
de datos entre el
procesador y la memoria
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EL BUS DE MEMORIA

m No tenemos que
olvidar que la
memoria trabaja de
forma directa con el
procesador y por este
motivo el bus de la
memoria tiene que Ir
acorde con el
procesador y la placa




FACTORES CARACTERISTICOS DE
LA MEMORIA

m REFRESCO, el
tiempo que tarda en

recargar
electricamente las
celdas de memoria.

m VOLTAIE,
SDRAM 3,3 voltios
SDRAM DDR 2,4V
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FACTORES CARACTERIST COS DE

LA MEMORIA

= MEMORIA SINCRONA
Y ASINCRONA, la
asincronaes la que no
esta sincronizada por los
v ciclos del reloj. Segtn ha
e o avanzado la velocidad de

B las memorias han ido
o dando paso a la sincrona,

f gufas de alineamiento (2) ya que SON Mas répldaS

moédulo de memoria




FACTORES CARACTERISTICOS DE

LA MEMORIA

MODULOS COMPUESTOS
Y NO COMPUESTOS.

El modulo compuesto es el
que utiliza un n° de chip muy
reducidos, ya que tiene mas
capacidad los chip de
memoria.

Los modulos no compuestos,
al contrario, necesitan mayor
n° de chip para la misma
capacidad de memoria.
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TIPOS DE ENC "PSU"fAD’DS
DE MEMORIA RAM

m DIP Encapsulado Dual
de Linea.

m SOJ ,alineacion de
pequenas patillas en
forma de J, es otro tipo
de encapsulado. Se
monta directamente
sobre la superficie del
circuito impreso.
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m TSOP, encapsulado de
pequenas patillas
delgadas y alineadas,
desde los modulos
SIMM hasta los
modulos DRAM. Son
mas actuales, se han
afianzado como el
encapsulado mas
utilizado.
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DE MEMORIA

m STSOP tiene las mismas
caracteristicas de TSOP,
pero con la mitad de
tamano. Su disefo
compacto permite a los
disefadores de modulos
anadir mas chips de
memoria utilizando la
misma cantidad de espacio.
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TIPOS DE ENCAPSULADOS
DE MEMORIA

m CSP (PAQUETE DE ESCALA
DE CHIP) A diferencia de los
empaques DIP, SOJy TSOP, este
o, €Mmpague no utiliza pines para
conectar el chip a la tarjeta. En
@ lugar de esto, las conexiones
CSP (vista superior) csp vistainterioy  ©l€Ctricas de la tarjeta se hacen a
través de un BGA (Rejilla de
esfera) en la parte inferior del
empaque.
m Los chips RDRAM (DRAM
Rambus) utilizan este tipo de
empaque.
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TECNOLO%GIA' D
MEMORIA RAM

m FPM, modo de pagina rapida, es muy rapida
debido a su busqueda de paginacion.
m EDO, salida extendida de datos, mejora el acceso

a los datos ya que tiene un ancho de banda mayor,
de 40 nanosegundos a 25 nanosegundos

m BEBO DRAM, es una variacion de la EDO que
permite aumentar todavia mas, el acceso a 1os
datos
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MEMORIA DRAM

m SDRAM, su principal caracteristica es que se
trata de una memoria sincrona , y es capaz de
alcanzar frecuencias muy altas.

PC-100Y PC-133, funcionacon un bus de 100
MHz y de 133 MHz.(168 contactos)

m SDRAM DDR, (Double Data Rate) memoria de
doble tasa de transferencia, es un estandar
fabricado por AMD y VIA technologies. La
principal ventaja es que dobla el ancho de banda,
pudiendo realizar dos transferencia de datos por
cada ciclo de reloj
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Reducimos el voltaje de
3,3Vaz2:s5Vv

184 contactos
Una sola muesca



m 18v
m 240 contactos
m Una sola muesca



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/RAM_1GB_with_cooler.jpg
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SDRAM DDR

TRANSFERENCIA

MODELO FRECUENCIA MODELO DE DATOS

DDR200 | 200 MHz | PC1600 1600 Mb/s

DDR266 | 266 MHz | PC2100 2100 Mb/s

DDR333 | 333 MHz | PC2700 2700 Mb/s

DDR400 | 400 MHz | PC3200 3200 Mb/s
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SDRAM DDR?2

TRANSFERENCIA

MODELO FRECUENCIA MODELO DE DATOS

DDR2-533| 266 MHz | PC2-4200 | 4.264 Mbl/s

DDR2-667| 333 MHz | PC2-5300 | 5.336 Mb/s

DDR2-800| 400 MHz | PC2-6400 | 6.400 Mb/s

DDR2-

1066 533 MHz | PC2-8500 | 8.500 Mb/s




DUAL CHANNEL

Desarrollo de Intel, para los
ultimos modelos de P4,
especialmente aquellos con el
bus a 800 MHz. Permite
obtener un ancho de banda de
hasta 6,4 Gb/seg, valido con el
modelo DDR400.

Esta tecnologia lo que hace es
que emplea dos canales
simultaneos de datos, de esta
forma, duplica la tasa de
transferencia de datos efectiva
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TECNOLOGIASDE
MEMORIA DRAM

m SDRAM de canal virtual (VC-SDRAM) que
mediante una tecnica de fabricacion logra mayor
rapidez sin tocar los modulos DIMM (anade al
modulo una serie de registros).

m RDRAM de Rambus 400 a 800 MHz 1,6 Gb/seg
( RIMM modulo de memoria Rambus en linea)

m SLDRAM 3,2 Gb/seg, 64 bits 200 MHz, es un
nuevo tipo de memoria que se esta intentando
establecer como estandar.
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MODULOS DE MEMORIA

m SIMM .Para
procesadores 386 y 486
de Intel, existieron de 30
y de 72 contactos, 32 bits
y aunque se tenian que
Instalar de dos en dos el
microprocesador solo
podia acceder a uno de
los dos bancos en cada
momento
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MODULOS DE MEMORIA

m DIMM (modulos de
memoria duales en
linea)

168 SDRAM
contactos 0 184
contactos SDRAM
DDR

64 bits




MODULOS DE MEMORIA
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SO DIMM de |44 pines de 2.66°

SO DIMMS

Un tipo de memoria que se utiliza
comunmente en las computadoras
portatiles se llama SO DIMM o
DIMM de delineado pequeno.

La principal diferencia entre un
SO DIMM y un DIMM es que el
SO DIMM, debido a que su
tamano es para computadoras
portatiles, es significativamente
mas pequefio que el DIMM
estandar. Los SO DIMMs de 72
pines tienen 32 bits y los de 144
tienen 64 bits de ancho.
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INTEGRIDAD DE LOS DATOS

m A pesar de que los chips de memoria son
altamente fiables, hay métodos para detectar los
diferentes tipos de errores en la memoria y asi
asegurar la integridad de los datos:

Paridad, el método mas usado. Se trata de anadir un
bit adicional de control que nos indica el numero de
unos contenidos ( si es par Oy si es impar 1)

Caodigos de correccion de Errores (ECC), es el
método mas avanzado. Es capaz de corregir los
errores.



ROM, solo de lectura

PROM, programable y su
contenido solo se puede
programar una vez

EPROM, programada
borraday reprogramada

EEPROM, borrada y
reprogramada
eléctricamente mediante
un control de un
determinado software,
BIOS



Es una memoria de estado solido, no volatil y reescribible que
funciona como RAM vy una unidad de disco duro,
combinados. La memoria flash almacena bits de datos
electronicos en celdas de memoria, al igual que DRAM, pero
tambiéen funciona como una unidad de disco duro que, cuando
no tiene energia, los datos permanecen en memoria. Debido a
su alta velocidad, durabilidad y bajos requerimientos de
voltaje, esta memoria es ideal para su uso en aplicaciones
tales como camaras digitales, video camaras, moviles,
Impresoras, computadoras  portatiles, localizadores
Inteligentes, registros de audio digitales, lectores MP3,
sistemas de posicionamiento global (GPS) y album de fotos

digitales.



COMPACT FLASH |y Il
SMART MEDIA
MULTIMEDIA CARD
SECURE DIGITAL
MEMORY STICK

XD PICTURE




NOVEDADES

m GDDR3 (Graphics Double Data Rate, version 3)
es una tecnologia de memoria de las tarjeta
graficas creada por "ATI Technologies".

m A pesar de haber sido disefiada por ATI, la
primera tarjeta grafica en usar esta tecnologia fue
la GeForce FX 5700 Ultra de nVidia, donde se
reemplazaron los médulos DDR2 que se
Instalaban hasta ese momento. ATI no
comenzaria a utilizarla hasta su gama X800 de
Radeon.
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Novedades

Los ordenadores mas nuevos de Apple
(MacBook Pro, iIMac, iIMac Pro) ahora
cuentan con tecnologia GDDR3.

GDDR3 ha sido elegida por Sony en el
motor grafico de su consola PlayStation 3y
la Xbox 360 de Microsoft tambien
Incorpora 512 MB de esta memoria.



http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft

